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(54) Verfahren zur Herstellung und Uberpruf ung von Strukturen elektronischer Schaltungen in 
einem Halbleitersubstrat 



(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung und Uberprufung wenigstens zweier Strukturen (5, 
6) einer elektronischen Schaltung in einem Halbleiter- 
substrat. Mit zwei unterschiedlichen Masken werden in 
zwei Verfahrensschritten in Nutzflachen (3) des Halblei- 



tersubstrats identische Anordnungen von ersten und 
zweiten Strukturen -(5, 6) erzeugt. Im Ritzrahmen (4), 
der die Nutzflache (3) umrandet, werden mit der ersten 
Maske nur erste Strukturen (5) und mit der zweiten Mas- 
ke nur zweite Strukturen (6) erzeugt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erf inciting betrifft ein Verfahren zurHerstel- 
lung und Oberprufung wenigstens zweier Strukturen ei- 
ner elektronischen Schaltung in einem Halbleitersub- 
strat. 

[0002] Derartige elektronische Schaltungen sind typi- 
scherweise als integrierte Schaltungen auf einem Wa- 
fer, vorzugsweise einern Silizium-Wafer ausgebildet. 
Die integrierten Schaltungen konnen beispielsweise 
von DRAM-Speicherzellen gebildetsein. Ein Waferent- 
halt eine flachige Anordnung einer Vielzahl von derarti- 
gen DRAM-Speicherzellen, welche in Form von Chips 
ausgebildet sind. Die Chipflachen der einzelnen Chips 
bilden die Nutzflachen des Wafers. Die einzelnen Nutz- 
flachen sind von Ritzrahmen, sogenannten Kerfs um- 
randet. In diesen Ritzrahmen befinden sich elektroni- 
sche Schaltungen, mittels derer die Funktionsfahigkeit 
und Zuverlassigkeit der elektronischen Schaltungen auf 
den einzelnen Chipflachen uberpruft wird. 
[0003] Chips mit Standard-DRAM-Speicherzellen 
weisen ublicherweise eine Anordnung von Transistoren 
mrt einer bestimmten Gate-Oxid-Dicke auf. Zur Ober- 
prufung dieser Transistoren sind in den Ritzrahmen 
baugleiche Transistoren angeordnet. Diese Transisto- 
ren im Ritzrahmen bilden Monitoring- und Zuverlassig- 
keitsstrukturen, die zur Durchfuhrung vorgegebener 
Mess- und Prufschritteverwendetwerden. Anhand die- 
ser Mess- und Prufschritte lassen sich Aussagen uber 
die Funktionsfahigkeit und Zuverlassigkeit der Transi- 
storen auf den Chipflachen der einzelnen Chips ablei- 
ten. 

[0004] Urn moglichst zuverlassige statistische Aussa- 
gen bei den Mess- und Prufschritten zu erhalten ist es 
wunschenswert, eine moglichst groBe Anzahl von Tran- 
sistoren in den Ritzrahmen zu platzieren. Jedoch ist die 
maximale Anzahl der Transistoren in den Ritzrahmen 
dadurch begrenzt, dass die Chip-Ausbeute pro Wafer 
moglichst hoch sein soli. Dies begrenzt die zur Verfu- 
gung stehende Fiache der Ritzrahmen und damit die 
Anzahl der dort platzierten Transistoren. 
[0005] Bei neuartigen DRAM-Speicherzellen, die 
zum Beispiel fur RAMBUS Chips benotigt werden, wer- 
den aufgrund derzu erzielenden Leistungsfahigkeitund 
Zuverlassigkeit derartiger Elemente Transistoren mit 
mehreren, vorzugsweise zwei unterschiedlichen Gate- 
Oxid-Dicken benotigt. 

[0006] Dementsprechend mussen zur Oberprufung 
dieser Strukturen in den Ritzrahmen Transistoren so- 
wohl mit geringen als auch mit groBen Gate-Oxid-Dik- 
ken vorgesehen werden, damit die Funktionsfahigkeit 
und Zuverlassigkeit beider Strukturen abprufbar ist. 
[0007] Damit im Vergleich zu Standard-DRAM-Spei- 
cherzellen fur jede Sorte von Transistoren dieselbe An- 
zahl in den Ritzrahmen zur Verfugung steht, mussten 
die Flachen der Ritzrahmen vergroBert werden, was zu 
einer unerwunschten Reduzierung der Chipflachen fiih- 
ren wurde. 



[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein 
Verfahren zu schaffen, welches eine moglichst zuver- 
lassige Oberprufung verschiedener Strukturen einer 
elektronischen Schaltung in einem Halbleitersubstrat 
5 gewahrleistet, ohne dass dessen Nutzflache einge- 
schrankt wird. 

[0009] Zur Losung dieser Aufgabe sind die Merkmale 
des Anspruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Ausfuh- 
rungsformen und zweckmaBige Weiterbildungen der 

10 Erfindung sind in den Unteranspruchen beschrieben. 
[001 0] Das erf indungsgemaBe Verfahren zur Herstel- 
lung und Oberprufung wenigstens zweier Strukturen ei- 
ner elektronischen Schaltung in einem Halbleitersub- 
strat umfasst folgende Verfahrensschritte: 

15 [0011] Mit einer ersten Maske, bestehend aus einer 
sich uber erste Bereiche des Halbleitersubstrats er- 
streckenden Anordnung von Nutzflachen und diese um- 
randenden Ritzrahmen, werden nach einem vorgege- 
benen Muster erste und zweite Strukturen in den Nutz- 

20 flachen erzeugt und in den Ritzrahmen erste Strukturen 
erzeugt. 

[0012] Mit einer zweiten Maske bestehend aus einer 
sich uber zweite Bereiche des Halbleitersubstrats er- 
streckenden Anordnung von Nutzflachen und diese um- 
25 randenden Ritzrahmen werden nach dem vorgegebe- 
nen Muster erste und zweite Strukturen in den Nutzfla- 
chen erzeugt und in den Ritzrahmen zweite Strukturen 
erzeugt. 

[0013] Die ersten Strukturen in den Ritzrahmen der 
30 ersten Bereiche und die Strukturen in den Ritzrahmen 
der zweiten Bereiche werden jeweils zur Oberprufung 
der ersten und zweiten Strukturen in den Nutzflachen 
verwendet. 

[0014] Der Grundgedanke der Erfindung liegt somit 

35 darin, dass mit den beiden Masken in den jeweiligen er- 
sten oder zweiten Bereichen in den Nutzflachen iden- 
tisch ausgebildete erste und zweite Strukturen erzeugt 
werden, jedoch in den Ritzrahmen entweder nur erste 
oder nur zweite Strukturen erzeugt werden. 

40 [001 5] Die ersten und zweiten Bereiche sind dabei al- 
ternierend und vorzugsweise schachbrettartig uber die 
gesamte Oberflache des Halbleitersubstrats verteilt. In 
den ersten Bereichen sind dabei in den Ritzrahmen nur 
die ersten Strukturen angeordnet, so dass in diesen Be- 

« reichen nur eine Oberprufung von ersten Strukturen er- 
folgt, obwohl sich in den zugeordneten Nutzflachen so- 
wohl erste als auch zweite Strukturen befinden. Ent- 
sprechend sind in den zweiten Bereichen nur zweite 
Strukturen angeordnet, so dass dort nur deren Funkti- 

50 onsfahigkeit uberprufbar ist, obwohl sich in den zuge- 
ordneten Nutzflachen der zweiten Bereiche sowohl er- 
ste und zweite Strukturen befinden. 
[0016] Durch diese Anordnung werden die ersten und 
zweiten Strukturen in separaten Bereichen getrenntge- 

55 pruft. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass in 
samtlichen Ritzrahmen beider Bereiche jeweils nur eine 
Strukturvon elektronischen Schaltungen vorhanden ist, 
so dass die Anzahl der Strukturen in einem Ritzrahmen 
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klein gehalten werden kann. Dies bedeutet, dass die 
Flache der Ritzrahmen entsprechend klein und die 
Nutzflachen entsprechend groB dimensioniert werden 
konnen, so dass eine entsprechend hohe Ausbeute bei 
der Herstellung von elektronischen Schaltungen auf 
dem Halbleitersubstrat erhalten wird. 
[0017] Gleichzeitig ist durch die komplementare An- 
ordnung von ersten und zweiten Strukturen in den Ritz- 
rahmen der ersten und zweiten Bereiche gewahrleistet, 
dass die Zuverlassigkeit und Funktionsfahigkeit beider 
Strukturen mit einer ausreichend hohen Prozesssicher- 
heit uberpruft werden kann. Besonders vorteilhaft hier- 
bei ist die schachbrettartige Anordnung der ersten und 
zweiten Bereiche. Auf diese Weise sind die ersten und 
zweiten Strukturen in dem jeweiligen Ritzrahmen 
gleichmaBig uber die Oberflache des Halbleitersub- 
strats verteilt, so dass bei der Uberprufung der ersten 
und zweiten Strukturen die Oberflache des Halbleiter- 
substrats jeweils gleichmaBig abgedeckt wird. 
[0018] Besonders vorteilhaft werden die beiden Mas- 
ken zur Ausbildung der ersten und zweiten Strukturen 
nur wahrend einer Technologie-Anlaufphase verwen- 
det. Wahrend einer Technologie-Anlaufphase fur mit 
den Halbleitersubstraten hergestellten Produkten be- 
steht fur diese ein erhohter Bedarf an Mess- und Pruf- 
schritten urn die Zuverlassigkeit der Produkte ausrei- 
chend zu prufen. 

[0019] In einer auf die Technologie-Anlaufphase fol- 
genden Produktionsphase besteht ein vergleichsweise 
geringerer Bedarf an Mess- und Priifschritten. 
[0020] In diesem Fall kann anstelle der Verwendung 
zweier Masken zur Herstellung der ersten und zweiten 
Strukturen eine einzige modifizierte erste Maske ver- 
wendet werden. 

[0021] Diese modifizierte erste Maske weist keine 
Einteilung in erste und zweite Bereiche auf. Vielmehr ist 
die Maske so ausgebildet, dass in samtlichen Nutzfla- 
chen die ersten und zweiten Strukturen erzeugt werden. 
In den Ritzrahmen werden jeweils eine vorgegebene 
Anzahl von ersten und zweiten Strukturen erzeugt, so 
dass dann in einem Ritzrahmen beide Strukturen gleich- 
zeitig gepruft werden. 

[0022] In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Er- 
findung sind die ersten und zweiten Strukturen von un- 
terschiedlichen Gate-Oxid-Dicken von Transistoren ge- 
bildet, die vorzugsweise bei DRAM-Speicherzellen ein- 
gesetzt werden. 

[0023] Die Erfindung wird im nachstehenden an hand 
derZeichnungen eriautert. Es zeigen: 

Figurl: Schematische Darstellung eines ersten 
Bereichs einer ersten Maske zur Herstel- 
lung von Strukturen elektronischer Schal- 
tungen in einem Halbleitersubstrat. 

Figur2: Schematische Darstellung eines zweiten 
Bereichs einer zweiten Maske zur Herstel- 
lung von Strukturen elektronischer Schal- 



tungen. 

Figur3: Schematische Darstellung der Verteilung 
von ersten Bereichen der ersten Maske ge- 
5 maB Figur 1 und zweiten Bereichen der 

zweiten Maske gemaB Figur 2 uber der 
Oberflache des Halbleitersubstrats. 

Figur 4: Schematische Darstellung eines Bereichs 
10 einer modifizierten ersten Maske zur Her- 

stellung von Strukturen elektronischer 
Schaltungen in einem Halbleitersubstrat. 

[0024] In den Figuren 1 und 2 sind schematisch zwei 

is Bereiche 1 , 2 zweier Masken dargestellt, welche zur 
Herstellung elektronischer Schaltungen in einem Halb- 
leitersubstrat dienen. Eine erste Maske besteht dabei 
aus einer Anordnung von ersten Bereichen 1 gemaB Fi- 
gur 1 . Eine zweite Maske besteht aus einer Anordnung 

20 von zweiten Bereichen 2 gemaB Figur 2. Jeder Bereich 
1 , 2 einer Maske und damit die Oberflache des Halblei- 
tersubstrats ist in ein Raster von Nutzflachen 3 unter- 
teilt, welche von Ritzrahmen 4 umrandet sind. In den 
Gebieten der einzelnen Nutzflachen 3 und Ritzrahmen 

25 4 werden zwei verschiedene Strukturen 5, 6 von elek- 
tronischen Schaltungen erzeugt, deren Anordnung in 
den Figuren 1 und 2 schematisch dargestellt ist. 
[0025] Das Halbleitersubstrat ist von einem Silizium- 
Wafer gebildet, welcher zur Herstellung von DRAM- 

30 Speicherzellen verwendet wird. Aus einem derartigen 
Silizium-Wafer wird eine groBe Anzahl von identisch 
ausgebildeten Chips gewonnen. Jeder dieser Chips 
enthalt Anordnungen von DRAM-Speicherzellen und 
bildet vorzugsweise einen RAMBUS oder dergleichen. 

35 [0026] Bei derartigen Chips werden insbesondere un- 
terschiedliche Strukturen 5, 6 von elektronischen Schal- 
tungen benotigt, welche als Transistoren mit unter- 
schiedlichen Gate-Oxid-Dicken gebildet sind. 
[0027] Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel sind 

40 zwei unterschiedliche Transistoren vorgesehen, wobei 
die eine erste Struktur bildenden Transistoren eine dun- 
ne Gate-Oxid-Schicht aufweisen und die eine zweite 
Struktur bildenden Transistoren eine dicke Gate-Oxid- 
Schicht aufweisen. 

45 [0028] Die unterschiedlichen ersten und zweiten 
Strukturen 5, 6 werden mit den Masken gemaB den Fi- 
guren 1 und 2 erzeugt. 

[0029] Zur Erzeugung der ersten Strukturen 5 erfolgt 
eine Stickstoff-lmplantation in den Gate-Oxid-Berei- 

50 chen der jeweiligen Transistoren. Hierzu wird der Stick- 
stoff durch entsprechende Offnungen in den Masken 
gemaB den Figuren 1 und 2 in das Halbleitersubstrat 
implantiert. Demgegenuber sind die Masken gemaB 
den Figuren 1 und 2 so ausgebildet, dass die Gate-Oxid- 

55 Bereiche der die zweiten Strukturen 6 bildenden Gate- 
Oxid-Bereiche wahrend der Stickstoff-lmplantation ab- 
gedeckt sind. 

[0030] Im Anschluss an die Stickstoff-lmplantation 
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werden die die Gate-Oxid-Schichten bildenden Oxid- 
schichten auf das Halbleitersubstrat aufgebracht. Bei 
den mit Stickstoff implantierten Gate-Oxid-Bereichen 
der die ersten Strukturen 5 bildenden Transistoren er- 
folgt durch den Stickstoff ein verlangsamtes und ge- 
hemmtes Wachstum der Oxidschichten, so dass dunne 
Gate-Oxid-Schichten erhalten werden. Demgegenuber 
werden fur die nicht mit Stickstoff implantierten Gate- 
Oxid-Bereiche der die zweiten Strukturen 6 bildenden 
Transistoren dicke Gate-Oxid-Schichten erhalten. 
[0031] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Be- 
reiche 1 , 2 der ersten und zweiten Maske weisen jeweils 
einen identischen Aufbau auf. Jeder Bereich 1, 2 um- 
fasst im vorliegenden Beispiel drei Nutzflachen 3, die 
den Chipflachen der zu erzeugenden Chips entspre- 
chen. Diese Nutzflachen 3 sind von einem Ritzrahmen 
4 umrandet. Die Breite des Ritzrahmens 4 ist erheblich 
kleiner als die Breite einer Nutzflache3. Im vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel weisen die Chipflachen einen 
rechteckigen Querschnitt auf, wobei der diese umran- 
dende Ritzrahmen 4 eine ebenfalls rechteckige Kontur 
aufweist. 

[0032] Die einzelnen Chips, die aus einem Halbleiter- 
substrat gewonnen werden, sind identisch ausgebildet. 
Demzufolge weisen samtliche Nutzflachen 3 der Berei- 
che 1 , 2 der Masken gemaG den Figuren 1 und 2 iden- 
tische Muster auf, mit weichen jeweils identische Anord- 
nungen von Transistoren mit dicken und dunnen Gate- 
Oxid-Schichten erzeugt werden. 
[0033] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Be- 
reiche 1 , 2 der ersten und zweiten Maske unterscheiden 
sich durch die Ausbiidung von Teststrukturen in den 
Ritzrahmen 4. 

[0034] Wie aus Figur 1 ersichtlich ist ist der Ritzrah- 
men 4 der ersten Maske so ausgebildet, dass dort nur 
erste Strukturen 5 bildende Transistoren mit dunnen 
Gate-Oxid-Schichten angeordnet sind. 
[0035] Demgegenuber ist der Ritzrahmen 4 der zwei- 
ten Maske gemaG Figur 2 so ausgebildet, dass dort nur 
zweite Strukturen 6 bildende Transistoren mit dicken 
Gate-Oxid-Schichten angeordnet sind. 
[0036] Mit den in den Gebieten der Ritzrahmen 4 lie- 
genden Transistoren werden zur Uberprufung der Zu- 
verlassigkeit und Funktionsfahigkeit vorgegebene 
Mess- und Prufschritte durchgefuhrt. 
[0037] Da in dem Gebiet des Ritzrahmens 4 des er- 
sten Bereichs 1 der ersten Maske nur Transistoren mit 
dunnen Gate-Oxid-Schichten erzeugt werden, werden 
bei der Uberprufung nur diese ersten Strukturen 5, nicht 
jedoch die zweiten Strukturen 6 uberpruft. 
[0038] Entsprechend werden in dem Gebiet des Ritz- 
rahmens 4 des zweiten Bereichs 2 der zweiten Maske 
nur Transistoren mit dicken Gate-Oxid-Schichten er- 
zeugt, so dass dort nur die zweiten Strukturen 6 uber- 
pruft werden. 

[0039] Die erste Maske besteht aus einer Anordnung 
von ersten Bereichen 1 , welche komplementar zur An- 
ordnung der zweiten Bereiche 2 der zweiten Maske an- 



geordnet sind. 

[0040] Somit konnen in einem ersten Verfahrens- 
schritt mittels der ersten Bereiche 1 der ersten Maske 
in ersten Teilgebieten des Wafers erste und zweite 

5 Strukturen 5, 6 erzeugt werden. In einem zweiten Ver- 
fahrensschritt werden mittels derzweiten Bereiche2der 
zweiten Maske in den bei dem ersten Verfahrensschritt 
nicht bearbeiteten Teilgebieten des Wafers wiederum 
erste und zweite Strukturen 5, 6 erzeugt. 

10 [0041 ] Dabei sind die ersten und zweiten Bereiche 1 , 
2 der ersten und zweiten Maske so angeordnet, dass 
diese in einer alternierenden Anordnung die Oberflache 
des Wafers abdecken. Figur 3 zeigt ein Ausfuhrungs- 
beispiel einer derartigen Anordnung, bei welcher die er- 

15 sten Bereiche 1 der ersten Maske und die zweiten Be- 
reiche 2 der zweiten Maske die Waferoberftache 
schachbrettformig abdecken. 

[0042] Die Uberprufung der ersten und zweiten Struk- 
turen 5, 6 erfolgt raumlich getrennt in den ersten und 

20 zweiten Bereichen 1, 2 der beiden Masken, die gleich- 
maGig uber die Waferoberflache verteilt sind. 
[0043] Eine derartige Anordnung ist insbesondere 
deshalb vorteilhaft, da in den Gebieten der Ritzrahmen 
4 jeweils eine geniigend groGe Anzahl von ersten oder 

25 zweiten Strukturen 5, 6 erzeugt wird, urn eine zuverlas- 
sige statistische Auswertung der einzelnen Messgro- 
Ben zu erhalten. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl von er- 
sten oder zweiten Strukturen 5, 6 in den Gebieten der 
Ritzrahmen 4 so klein, dass die Gesamtflache des Ritz- 

30 rahmens 4 klein gehalten werden kann. 

[0044] Diese beiden Masken werden insbesondere 
wahrend einer Tech nologie-Anlauf phase eingesetzt, in 
welcher vor der Serienfreigabe der aus den Wafern her- 
gestellten Chips ausfiihrliche und detaillierte Oberpru- 

35 fungen der ersten und zweiten Strukturen 5, 6 durchge- 
fuhrt werden mussen. 

[0045] In der auf die Technologie-Anlauf phase f olgen- 
den Produktionsphase werden die beiden Masken vor- 
zugsweise nur sporadisch fur einige Fertigungslose ver- 
wendet. 

[0046] Anstelie der beiden Masken wird eine modif i- 
zierte erste Maske verwendet. Ein Bereich 1 ' der modi- 
fizierten ersten Maske ist in Figur 4 dargestellt. 
[0047] Der erste Bereich 1 weist wiederum Nutzfla- 
45 chen 3 auf, in weichen wiederum die Muster der ersten 
und zweiten Strukturen 5, 6 erzeugt werden. 
[0048] Diese Nutzflachen 3 sind identisch zu den 
Nutzflachen 3 der beiden Masken gemaB den Figuren 
1und2. 

50 [0049] Im Unterschied zu den Masken gemaB den Fi- 
guren 1 und 2 wird bei der Maske gemaB Figur 4 in dem 
Ritzrahmen 4 jeweils eine vorgegebene Anzahl von er- 
sten und zweiten Strukturen 5, 6 erzeugt, wobei die Ge- 
samtzahl dieser Strukturen der Gesamtzahl der Struk- 

55 turen in dem Ritzrahmen 4 der ersten und zweiten Mas- 
ke gemaB den Figuren 1 und 2 entspricht. 
[0050] Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel werden 
mit der Maske gemaB Figur 4 im Gebiet der Ritzrahmen 
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4 vorwiegend erste Strukturen 5 bildende Transistoren 
mitdunnen Gate-Oxid-Schichten erzeugt, wogegen nur 
eine geringe Anzahl von zweiten Strukturen 6 erzeugt 
wird. 



Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Herstellung und Uberprufung wenig- 
stens zweier Strukturen (5, 6) einer elektronischen 
Schaltung in einem Halbleitersubstrat, umfassend 
folgende Verfahrensschritte: 

Mit einer ersten Maske, bestehend aus einer 
sich uber erste Bereiche (1 , 2) des Halbleiter- 
substrats erstreckenden Anordnung von Nutz- 
flachen (3) und diese umrandenden Ritzrah- 
men (4), werden nach einem vorgegebenen 
Muster erste und zweite Strukturen (5, 6) in den 
Nutzflachen (3) erzeugt und in den Ritzrahmen 
(4) erste Strukturen (5) erzeugt, 
mit einer zweiten Maske, bestehend aus einer 
sich uber zweite Bereiche (2) des Halbleiter- 
substrats erstreckenden Anordnung von Nutz- 
flachen (3) und diese umrandenden Ritzrah- 
men (4), werden nach dem vorgegebenen Mu- 
ster erste und zweite Strukturen (5, 6) in den 
Nutzflachen (3) erzeugt und in den Ritzrahmen 
(4) zweite Strukturen (6) erzeugt, 
die ersten Strukturen (5) in den Ritzrahmen (4) 
der ersten Bereiche (1) und die zweiten Struk- 
turen (6) in den Ritzrahmen (4) der zweiten Be- 
reiche (2) werden jeweils zur Uberprufung der 
ersten und zweiten Strukturen (5, 6) in den 
Nutzflachen (3) verwendet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet 

dass die ersten und zweiten Bereiche (1, 2) alter- 
nierend angeordnet sind und sich uber die gesamte 
Oberflache des Halbleitersubstrats erstrecken. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die ersten und zweiten Bereiche (1, 2) 
schachbrettformig angeordnet sind. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 - 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste und zweite Maske wahrend einer 
Technologie-Anlaufphase eingesetzt werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass wahrend der auf die Technologie-Anlaufpha- 
se folgenden Produktionsphase die erste und zwei- 
te Maske nur zur sporadischen Prufung ausgewahl- 
ter Lose von Halbleitersubstraten verwendet wer- 



den, und dass ansonsten nur eine modif izierte erste 
Maske eingesetzt wird, welche eine sich uber das 
Halbleitersubstrat erstreckende Anordnung von 
Nutzflachen (3) und diese umrandenden Ritzrah- 

5 men (4) aufweist, wobei in den Nutzflachen (3) die 
vorgegebenen Muster von ersten und zweiten 
Strukturen (5, 6) erzeugt werden, und wobei in den 
Ritzrahmen (4) jeweils eine vorgegebene Anzahl 
von ersten und zweiten Strukturen (5, 6) erzeugt 

10 wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1-5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die beiden Strukturen (5, 6) einer elektroni- 
15 schen Schaltung von zwei unterschiedlichen Gate- 
Oxid-Dicken von Transistoren gebildet sind. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass die erste Maske zur Herstellung von ersten 
Transistoren mit geringen Gate-Oxid-Dicken ver- 
wendet wird, wobei die erste Maske so ausgebildet 
ist, dass in den Gate-Oxid-Bereichen der ersten 
Transistoren vor Aufbringen der Gate-Oxid-Schich- 

25 ten eine Stickst off- Implantation erfolgt, welche das 
Wachstum der nachfolgend aufgebrachten Gate- 
Oxid-Schichten hemmt. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 6 oder 7, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass die zweite Maske zur Herstellung von zweiten 
Transistoren mit groBen Gate-Oxid-Dicken verwen- 
det wird, wobei die zweite Maske so ausgebildet ist, 
dass in den Gate-Oxid-Bereichen der zweiten Tran- 
35 sistoren keine Stickstoff-lmplantation vor Aufbrin- 
gen der Gate-Oxid-Schichten erfolgt. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 6 - 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

40 dass die elektronischen Schaltungen in dem Halb- 
leitersubstrat von DRAM-Strukturen in einem Silizi- 
um-Wafer gebildet sind. 



45 



50 



55 



5 



EP 1 134 801 A2 



Fig. 1 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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